
ミスト供給法を用いた AlInN層の熱酸化の低温化 

Thermal oxidation of AlInN layer with low temperature by mist particle supply 
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 【はじめに】GaN系面発光レーザでは、GaAs系で一般的な選択酸化による狭窄構造は実現し

ていない。これまでに、900℃にて水蒸気を用いたAlInN表面の熱酸化が報告された [1]。我々は、

ミスト供給法を用い、800℃にて AlInN 表面が酸化したことを報告した[2]。今回、さらに温度を下げ

て AlInN表面の酸化を試み、2次イオン質量分析法（SIMS）にて O濃度の深さ分布を測定した。 

 【実験・結果】600, 700 ℃に加熱した GaNテンプレート上 45 nm AlInN層に、10%過酸化水素

水のミストを 1 時間供給した。Fig.1 に処理前後試料の光学顕微鏡写真を示す。処理後の試料の

色は、処理前から変化し、黄褐色や青色を帯びた。Fig. 2 は処理後の試料の SIMS 結果である。

今回の測定では、2 次イオン強度 10 Cts/sec にて、約 1%の O 濃度と換算できるが、それから桁違

いに大きい強度では、Oのイオン化率が変わり、正確なO濃度は不明である。一方、AlInN層内で

の O 強度は 10000 Cts/sec 以上であることから、1%を大幅に上回る O が存在すると言える。また、

AlInN 層と GaN 層の O 濃度プロファイルを比較すると、700℃では GaN 層まで O の強度が高い

が、600℃では AlInN 層まで O の強度が強く、GaN 層では緩やかに落ちている。以上より、600℃

で処理した試料でも、少なくとも AlInN層は酸化されたと考えられる。 
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Fig. 1 Microscope images of surfaces Fig. 2 O and N depth profiles in AlInN/GaN 
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